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グラフェンの薄片を黒鉛から剥離形成する技術の開発

に当たり、独立した薄片の導電率を測定して性能評価す

ることが必要となっている。面方向が2，3 µmのグラフェン

薄片に NPF の施設を利用して微細電極を取り付けること

によって、導電率の測定が可能であることを確認した。 

１．概要（Summary） 

これによりグラフェン薄片の電気的な性質からグラフェ

ン薄片の状態に関する情報が得られ、より高性能なグラフ

ェン薄片を得るための評価方法を得られた。 
 

剥離させたグラフェン薄片を熱酸化 Si 基板上に転写し、

導電率の測定のための微細電極を、リフトオフで作製した。

微細電極パターニングは NPF の電子線描画装置（クレス

テック社製 CABL-9410TFNA）を用いて行い、レジストへ

の描画・現像の後、Pt 金属薄膜を成膜し、リフトオフ処理

した。 

２．実験（Experimental） 

このようにして作製した試料をプローバーにセットし、電

流-電圧特性を半導体パラメータアナライザーで測定する

ことで導電率を算出した。 
 

リフトオフの条件を調整し、Fig. 1 のように電極をグラフ

ェン薄片につけることができた。接触抵抗を無視して見積

もった導電率に関して、想定していた導電率の値が得ら

れた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

これにより剥離形成したグラフェン薄片の電気的情報

が得られ、グラフェンの剥離形成技術や性能を評価する

糸口が見出せるようになった。 
次年度以降は引き続き NPF を利用した導電率測定を

行うとともに、グラフェン薄片の構造による電気的な関連

性に目を向け、グラフェン薄片の性能向上に役立ててい

く予定である。 

 

 
Fig. 1 SEM micrograph of electrodes mounted on 

graphene flake. 
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